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(57)【要約】
【課題】　異物によるリーク欠陥ならびにショート欠陥
等の電気的欠陥を高い確率で修正することにある。
【解決手段】　透明基板１１上に透明陽極１２ａ、正孔
輸送層１２ｂ、有機発光層１２ｃ、電子輸送層１２ｄお
よび陰極１２ｅで構成された有機EL多層膜１２と、有機
ＥＬ多層膜１２を封止するキャップ部材１３とで構成さ
れ表示基板において、混入される導電性異物２の近傍に
レーザー光を照射し，貫通穴１４ａを形成し導電性異物
２を有機EL多層膜１２の外に排出する表示基板の欠陥修
正方法である。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板上に、少なくとも陽極、発光層及び陰極を積層してなる多層膜を、外部空間と
遮蔽するように封止部材で封止した表示基板において、
　前記多層膜中に存在する異物の近傍領域にレーザー光を照射し、前記異物を消去するこ
とを特徴とする表示基板の欠陥修正方法。
【請求項２】
　前記多層膜中に存在する異物の近傍領域にレーザー光を照射し、前記異物を含む当該近
傍領域を構成する多層膜に貫通穴を生成することを特徴とする請求項１に記載の表示基板
の欠陥修正方法。
【請求項３】
　前記多層膜中に存在する異物の近傍領域にレーザー光を照射し、前記異物を多層膜外に
排出することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の表示基板の欠陥修正方法。
【請求項４】
　前記貫通穴としては、前記発光層及び前記陰極に連なる空洞領域が形成されていること
を特徴とする請求項２に記載の表示基板の欠陥修正方法。
【請求項５】
　前記レーザー光は、５３２nm以下の波長を有するレーザー光で照射し、貫通穴を形成す
ることを特徴とする請求項２に記載の表示基板の欠陥修正方法。
【請求項６】
　前記封止部材としては、前記陰極と外部空間とを遮蔽するように少なくとも前記陰極を
封止キャップで覆うことを特徴とする請求項１に記載の表示基板の欠陥修正方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば有機ＥＬ装置の電気的欠陥を修正する表示基板の欠陥修正方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　薄型ディスプレイとして着目される有機ＥＬ装置は，有機物質からなる発光層の両サイ
ドに電極を配置し，一方の電極は正孔を注入する陽極、もう一方の電極は電子を注入する
陰極とし、発光層に電荷を注入することで発光させている。このような電極は，発光した
光を取り出すことから、一方が透明である必要がある。そのため、通常、陽極には透明金
属酸化物を用い，陰極は金属電極とすることが多い。このように有機ＥＬ装置は化学的及
び物理的物性の異なる数種の膜からなる多層構造体となっている。
【０００３】
　ところで、有機発光層や電極材料は非常にうすい薄膜であり，両電極間に異物が混入す
ると電気的欠陥が発生する。特に混入した異物が導電性である場合，ごく微小な異物でも
両電極間の電位差が低くなるため，画素が発光しなくなることがある。異物の混入により
発光しなくなった画素は不良画素となり、規定数を超えたときには結果として有機ＥＬ装
置自体が不良となる。その結果、異物は有機ＥＬ装置の収率を落とす大きな要因になって
いる。
【０００４】
　通常、有機ＥＬ装置は、降下する異物に対してコントロールされたクリーンルーム内で
製造されるが，どのような対策を講じても異物を全く無くすことは事実上不可能である。
また、有機ＥＬ装置の製膜工程で入り込んだ異物を取り除くことも困難である。
【０００５】
　そこで、有機ＥＬ装置の製膜後、混入された異物に細工を施して不良画素を再点灯させ
る技術が提案されている。このような非点灯画素を再点灯させる技術は、修正技術もしく
はリペア技術と呼ばれている。



(3) JP 2012-204105 A 2012.10.22

10

20

30

40

50

【０００６】
　従来、異物に起因する不良画素の修正方法としては、点灯不良の原因となる異物に対し
て、当該異物を消滅させるだけのエネルギーを持つレーザー光を照射する技術が知られて
いる。しかし、この修正方法は、最適な条件でレーザー光を照射しないと有機ＥＬ装置を
構成する多種の膜に大きなダメージを与える可能性がある。
【０００７】
　そこで、有機ＥＬ装置に関して、幾つかの欠陥修正方法が確立されている。　
　その１つの欠陥修正方法は、レーザー光の照射による欠陥修正の際、修正対象となる画
素の近傍正常画素にまでレーザー光によるダメージが及ばないような工夫を講じた有機Ｅ
L装置が提案されている（特許文献１）。
【０００８】
　また、他の欠陥修正方法としては、異物に直接レーザー光を照射することによりピンホ
ールが発生しないよう、異物周辺にレーザー光を照射して間接的に異物周辺領域を高抵抗
化する技術が報告されている（特許文献２）。
【０００９】
　さらに、有機発光層の製作後、導電性物質が混入している欠陥領域を検出し、その欠陥
領域に対して当該欠陥領域周辺の有機発光層が損傷を受けないような超短パルスレーザー
を照射して異物を修正する有機発光素子ならびそのリペア装置を提供されている（特許文
献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特許第３１８８６７８号公報
【特許文献２】特許第４２７０８９１号公報
【特許文献３】特開２００９－２６６９１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかし、特許文献１による欠陥修正技術は、異物混入の画素の近傍正常画素にまでレー
ザー光によるダメージが及ばないように有機ＥＬ装置の構造を決める結果、その有機ＥＬ
装置の構造設計が制限を受けてしまう問題がある。
【００１２】
　また、特許文献２のよる欠陥修正技術は、異物周辺にレーザー光を照射することにより
異物周辺を高抵抗化するものであるが、異物周辺を均等に高抵抗化することから何度かレ
ーザー光を繰り返し照射したとき、異物の大きさよりも大きな非点灯部位が発生してしま
い、また、異物が残存することによる修正成功率が大幅に低下してしまう懸念がある。
【００１３】
　そこで、以上のような問題を前提としつつ、特許文献３の欠陥修正技術では、超短パル
スレーザー光を照射して異物周辺に存在する有機発光層にダメージを与えない技術が提案
されている。
【００１４】
　しかし、超短パルスレーザー光の場合には有機ＥＬ装置の多層膜構造の一部を貫通する
のみで、レーザー照射で残存する破壊された有機ＥＬ多層膜自身や、レーザー照射により
消失する異物や多層膜の反応生成物が有機ＥＬ多層膜の外に排出されることがないので、
修正後の残存物が再び電気的欠陥を引き起こす可能性があり、欠陥の修正による成功率の
向上には至っていない。
【００１５】
　本発明は上記のような問題を解決するためになされたものであって、表示基板の多層膜
に混入する異物によるリーク欠陥ならびにショート欠陥等の電気的欠陥を高い確率で修正
できる表示基板の欠陥修正方法を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記課題を解決するために、請求項１に対応する発明は、透明基板上に、少なくとも陽
極、発光層及び陰極を積層してなる多層膜を、外部空間と遮蔽するように封止部材で封止
した表示基板において、前記多層膜中に存在する異物の近傍領域にレーザー光を照射し、
前記異物を消去することを特徴とする表示基板の欠陥修正方法である。
【００１７】
　請求項２に対応する発明は、請求項１に対応する発明において、前記多層膜中に存在す
る異物の近傍領域にレーザー光を照射し、前記異物を含む近傍領域を構成する多層膜に貫
通穴を生成することを特徴とする表示基板の欠陥修正方法である。
【００１８】
　また、請求項２に対応する発明は、請求項１又は請求項２に対応する発明において、前
記多層膜中に存在する異物の近傍領域にレーザー光を照射し、前記異物を多層膜外に排出
することを特徴とする表示基板の欠陥修正方法である。
【００１９】
　なお、前記貫通穴としては、前記発光層及び前記陰極に連なる空洞領域が形成されてい
ることを特徴とする。
【００２０】
　また、前記レーザー光としては、５３２nm以下の波長を有するレーザー光で照射し、貫
通穴を形成することを特徴とする。
【００２１】
　さらに、前記封止部材としては、前記陰極と外部空間とを遮蔽するように少なくとも前
記陰極を封止キャップで覆うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、有機ＥＬ装置等の表示基板を構成する多層膜に混入した異物によるリ
ーク欠陥ならびにショート欠陥等の電気的欠陥を高い確率で修正することができる上、原
因となる異物を完全に多層膜外に排出できる表示基板の欠陥修正方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に係る表示基板の欠陥修正方法を適用する有機ＥＬ装置の一例を示す断面
図。
【図２】図１に示す有機ＥＬ装置を構成する多層膜に導電性異物が混入した状態を説明す
る図。
【図３】導電性異物を含む不良画素を上面からみた図。
【図４】本発明に係る表示基板の欠陥修正方法によって導電性異物が気化され、有機ＥＬ
多層膜から排出された状態を示す図。
【図５】本発明に係る表示基板の欠陥修正方法によって導電性異物が破壊され、有機ＥＬ
多層膜から排出された状態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。　
　図１は本発明に係る表示基板の欠陥修正方法を適用する有機ＥＬ装置１の一実施形態を
示す断面図である。
【００２５】
　この有機ＥＬ装置１は、透明基板１１の面部に、透明陽極１２ａ、正孔輸送層１２ｂ、
有機発光層１２ｃ、電子輸送層１２ｄ及び陰極１２ｅの順序で積層構成された有機ＥＬ多
層膜１２が施されている。
【００２６】
　さらに、透明基板１１の面部に積層された有機ＥＬ多層膜１２を気密に覆うように封止
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部材１３が施されている。封止部材１３は、有機ＥＬ多層膜１２を封止する断面逆凹状の
キャップ型封止材１３ａと、このキャップ型封止材１３の縁端面部を透明基板１１の面部
に貼り付ける接着剤１３ｂとで構成される。
【００２７】
　そして、透明基板１１と封止部材１３とで囲まれた封止空間１４には不活性ガスが充填
されている。
【００２８】
　ところで、以上のような有機ＥＬ装置１である表示基板において、例えば有機ＥＬ多層
膜１２の製膜等の際に導電性異物が混入することがある。
【００２９】
　図２は有機ＥＬ多層膜１２内に導電性異物２が混入されて不良画素１０１となった有機
ＥＬ装置（表示基板）１の断面図である。
【００３０】
　すなわち、有機ＥＬ装置１においては、透明陽極１２ａ上に導電性異物２は存在するこ
とから、透明陽極１２ａ上に積層された正孔輸送層１２ｂ、有機発光層１２ｃ、電子輸送
層１２ｄ及び陰極１２ｅは正常な層構造となっていない。
【００３１】
　その結果、導電性異物２が透明陽極１２ａと陰極１２ｅとがリークないしショートして
電位差のない状態となり、不良画素１０１は非点灯状態となる。
【００３２】
　図３は図２の導電性異物２を含む不良画素１０１を上面からみた図である。同図におい
て、３は導電性異物２の近傍領域である。
【００３３】
　次に、本発明に係る表示基板の欠陥修正方法について説明する。　
（１）　先ず、導電性異物２の位置を検出する。導電性異物２の位置検出は、自動欠陥検
出装置を用いて検出するか、あるいは顕微鏡を用いた目視検査によって検出してもよい。
【００３４】
（２）　次に、導電性異物２の近傍領域３にレーザー光を照射する。これにより、導電性
異物２の近傍領域３を構成する有機ＥＬ多層膜１２がレーザー光のエネルギーを受けて気
化あるいは破裂し、貫通穴１４ａが形成される（図４，図５参照）。
【００３５】
　このとき、導電性異物２は、図４及び図５に示すように、近傍領域３の貫通と同時に気
化あるいは破裂し、完全に有機ＥＬ多層膜１２から排出され、陰極１２ｅ上もしくは封止
空間１４にとどまる。
【００３６】
　ここで、レーザー光を導電性異物２に直接照射せずに近傍領域３に照射する理由は、導
電性異物２は金属であることが多く、１回のレーザー照射で瞬時に気化あるいは破裂され
ることが困難であり、貫通穴１４ａを形成することが難しいからである。よって、正常に
製膜されている近傍領域３に貫通穴１４ａを形成し、近傍領域３を構成する有機ＥＬ多層
膜１２が気化もしくは破壊すると同時に導電性異物２自体も有機ＥＬ多層膜１２の外に排
出する為である。
【００３７】
　なお、照射するレーザー光は、５３２nm以下の波長が好ましく、これ以上の波長でレー
ザー光を照射すると熱エネルギーにより予め設定される照射径を超えた過大な貫通穴１４
ａが形成されてしまう。５３２ｎｍ以下の波長でレーザー光を照射するためには、例えば
ＹＡＧレーザーの第２階調波以上を用いる。
【００３８】
　また、通常混入される導電性異物２の径が数μｍ程度であることから、照射レーザー光
の径は１～１０μｍ程度が望ましい。レーザー光を照射する位置は、照射するレーザー径
の中心と導電性異物２の径の距離１～１０μｍであることが望ましい。
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【００３９】
　レーザー光の照射は、貫通穴１４ａが形成されれば、陽極１２ａ側から照射してもよい
し、陰極１２ｅ側から照射してもよい。
【実施例】
【００４０】
　以下、本発明に係る表示基板の修正方法に関する実施例について説明する。　
　先ず、透明ガラス基板１１上に、ＩＴＯ（Indium　Tin　Oxide）透明電極１２ａ、正孔
輸送層１２ｂ、有機発光層１２ｃ、電子輸送層１２ｄ及びアルミ陰極１２ｅの順序で積層
することにより有機ＥＬ多層膜１２を形成した後、この有機ＥＬ多層膜１２を囲むように
キャップ型封止ガラス１３ａ及び当該キャップ型封止ガラス１３ａを透明基板１１に貼り
付けるエポキシ系接着剤１３ｂよりなる封止部材１３により、有機ＥＬ多層膜１２を透明
ガラス基板１１上に気密に封止し、有機ＥＬ装置を製作する。
【００４１】
　以上のようにして製作された有機ＥＬ装置を駆動し、画素の点灯状態を目視にて観察し
た。このとき、封止空間１４には窒素が充填されている。
【００４２】
　引き続き、有機ＥＬ装置１の非点灯画素が存在するか否かに関し、顕微鏡で観察したと
ころ、約１μｍの異物２を確認した。
【００４３】
　そこで、波長が５３２ｎｍで、かつ４μｍ径の円形のレーザー光を、異物２の中心から
２μｍ離れた近傍位置が中心となるように陽極側から照射した。
【００４４】
　その後、有機ＥＬ装置１を駆動し、非点灯画素である不良画素１０１を顕微鏡にて観察
すると、不良画素１０１が点灯することを確認した。
【００４５】
　以上のような異物２を持った有機ＥＬ装置１について、同一条件のもとに合計１０回繰
り返したところ、１００％の成功率が得られた。
【比較例１】
【００４６】
　実施例１と同様に，先ず，透明明ガラス基板１１上に、ＩＴＯ（Indium　Tin　Oxide）
透明電極１２ａ、正孔輸送層１２ｂ、有機発光層１２ｃ、電子輸送層１２ｄ及びアルミ陰
極１２ｅの順序で積層することにより有機ＥＬ多層膜１２を形成した後、この有機ＥＬ多
層膜１２を囲むようにキャップ型封止ガラス１３ａ及び当該キャップ型封止ガラス１３ａ
を透明基板１１に貼り付けるエポキシ系接着剤１３ｂよりなる封止部材１３により、有機
ＥＬ多層膜１２を透明ガラス基板１１上に気密に封止し、有機ＥＬ装置を製作した。
【００４７】
　しかる後、製作された有機ＥＬ装置を駆動し、画素の点灯状態を目視にて観察した。こ
のとき、封止空間１４には窒素が充填されている。
【００４８】
　引き続き、有機ＥＬ装置１の非点灯画素が存在するか否かに関し、顕微鏡で観察したと
ころ、約１μｍの異物２を確認した。
【００４９】
　そこで、波長が５３２ｎｍで、かつ４μｍ径の円形のレーザー光を、異物２の中心と同
じ位置が中心となるように陽極側から照射した。このとき、非点灯画素である不良画素１
０１が点灯することを確認した。
【００５０】
　さらに、異物２を持つ有機ＥＬ装置１について、同様に合計１０回繰り返し、その成功
率を確認したところ、４０％の成功率であった。
【比較例２】
【００５１】



(7) JP 2012-204105 A 2012.10.22

10

20

30

　同じく実施例１と同様の工程にて有機ＥＬ装置を製作した後、この製作された有機ＥＬ
装置を駆動し、画素の点灯状態を目視にて観察した。このとき、封止空間１４には窒素が
充填されている。
【００５２】
　引き続き、有機ＥＬ装置１の非点灯画素が存在するか否かに関し、顕微鏡で観察したと
ころ、約１μｍの異物２を確認した。
【００５３】
　そこで、波長が１０６４ｎｍで、かつ４μｍ径の円形のレーザー光を、異物２の中心か
ら２μｍ離れた近傍位置が中心となるように陽極側から照射した。このとき、非点灯画素
である不良画素１０１が点灯することを確認した。
【００５４】
　さらに、異物２を持つ有機ＥＬ装置１について、同様に合計１０回繰り返し、その成功
率を確認したところ、９０％の成功率であった。しかし、貫通穴１４ａは４μｍを大きく
上回って１０μｍとなった。
【００５５】
　以上説明した実施例１と比較例１とから明らかなように、同一条件でレーザー光の照射
位置を異物２の近傍領域３とすることにより、修正の成功率が上がっていることが確認で
きた。また、比較例２においては、成功率が９０％と比較的高いものの、貫通穴１４ａが
実施例１に比べて大きくなることが確認された。
【００５６】
　従って、以上のような実施形態によれば、有機ＥＬ装置等の表示基板を構成する多層膜
に混入した異物によるリーク欠陥ならびにショート欠陥等の電気的欠陥を高い確率で修正
することができ、また、貫通穴１４ａを予め設定された径に抑えることが出来た。
【００５７】
　なお、上記実施の形態では、表示基板として、有機ＥＬ装置について説明したが、例え
ば表示画像を構成する多層膜に異物が混入することにより、不良画素となる全ての表示基
板に適用できることは言うまでもない。
【００５８】
　また、上記実施形態は、一例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは
意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能
であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができ
る。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範
囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００５９】
　１…有機ＥＬ装置、２…導電性異物、３…近傍領域、１１…透明基板、１２…有機ＥＬ
多層膜、１２ａ…透明陽極，１２ｂ…正孔輸送層，１２ｃ…有機発光層，１２ｄ…電子輸
送層，１２ｅ…陰極，１３…封止部材、１３ａ…キャップ型封止材、１３ｂ…接着剤、１
４…封止空間、１４ａ…貫通穴、１０１…不良画素。
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要解决的问题：纠正由于异物引起的漏电缺陷和短路缺陷等电气缺陷。
概述：显示基板包括：有机EL多层膜12，包括透明阳极12a，空穴传输
层如图12b所示，在透明基板11上形成有机发光层12c，电子传输层12d
和阴极12e;在用于校正显示基板的缺陷的方法中，在混合的导电异物2附
近照射激光束以形成通孔14a和导电的异物。在有机EL多层膜12的外部
排出图2所示的结构。
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